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Hersteller: VEB Werk für Fernsehelektronik Berlin 

Infrarotemitterdiode 

Die VQ 175 ist eine GaAlAsS-Infrarotemitterdiode mit Buchsengehäuse, das mittels einer lösbaren 
Steckverbindung mit einem LWL-Kabel verbunden werden kann. 
Sie ist für den Einsatz in LWL-Übertragungssystemen bestimmt. 

Grenzwerte 

Kurzzeichen min. maxX. Einheit 

Durchlaßgleichstrom 
%, = 50 °% Ir - 100 m 

UKıp = 3,3 mA/K 

50 %c < / £ 70 % 

periodischer Spitzen- > 
durchlaßstrom 

= 50 ; - 200 mA 

TKIF = 6,7 mA/K 

50 % <dÄs£ 70 , 
+ = 10 jus; 

T= 1 82 \ 

Sperrgleichspannung 
9 , = 740 ... 70 %C R = 2 * 

periodische Spitzen- 
sperrspannung 
A = -40 ... 70 °C Ura S 2 Y



Fortsetzung 

Kurzzeichen min. — max. Einheit 

Isolationsspannung 

s -40 ... 70 °C v. - 4 3: 

Sperrschichttemperatur 

Betriebstemperatur- -40 ' 70 
bereich 

Lagerungstemperatur- 
bereich über eine Zeit P 
von 1,Monat stg 

Kenngrößen ( A = 25 %) 
Kurzzeichen _‘ min. - max,. Einheit 

Durchlaßgleichspannung 
Ip = 100 m Up & 2,2 v 

eingekoppelte Strahlungs- » 
leistung 
Ip = 100 mA, d = 50 /jum, 

dy = 125 jum, 

. M sO0,2 ÖL\. 25 - yr 

Dauerstrahlungs- 
1leistung 
Ip = 100 mA & 1 - mW 

Sperrgleichstrom 
UR =2V IR - 10 /uA 

Impulsenstiegszeit %, 
Impulsabfallzeit K - 30 ns 
Ippu = 100 mA, 

, = 1 u 
IP = 10 kHz 

Isolationswiderstand 

u Rag 1 - MOhm 

Wellenlänge der 
maximalen Emission 
p > 100 mA jp 790 - 850 nm 

spektrale Strahlungs- 
bandbreite 

Ip = 100 m Ü AÄ'0‚5 i 50 a 
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VQ 175 

Bild 1: Gehäuse 
(Anode und Katode 
vom Gehäuse isoliert) 

Bild 2: Mittlere Abhängigkeit der Durchlaß- 
gleichspannung vom Durchlaßgleich- 
strom
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Bild 3: Mittlere Abhängigkeit der. eingekoppelten 
Strahlungsleistung vom Durchlaßgleichstrom 
( = 25 °C, GI - Faser, dy= 50 jum, 

Bild 4: Mittlere Temperaturabhängigkeit der 
eingekoppelten Strahlungsleistung 
C GI — Faser, dy = 50 yam, 
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Bild 5: Mittlere Abhängigkeit des Temperaturkoeffizienten der 
Durchlaßgleichspannung vom Durchlaßgleichstrom 

Die vorliegenden Datenblätter dienen 
ausschließlich der Information! 
Es können daraus keine Liefermög: 
lichkeiten oder Produktionsverbind. 
lichkeiten abgeleitet werden. 
Änderungen im Sinne des techni 
schen Fortschritts sind vorbehalten 
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